(J Modeli MOS tranzistora u svim oblastima inverzije

Funkcija koja dobro opisuje ponaSanje tranzistora u svim oblastima inverzije
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Kada se uvede normalizacija na koeficijent inverzije
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Za rad u zasi¢enju potrebno je da bude
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Zavisnost napona V., U funkciji koeficijenta inverzije IC
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Inversion coefficient, IC

Efikasnost transkonduktanse:
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Iz prethodne relacije se ne moze analiticki dobiti zavisnost faktora inverzije u funkciji
transkonduktanse 1 zato je EKV model uveo interpolacionu funkciju
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Inverzna funkcija prethodne zavisnosti je
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U oblasti slabe inverzije je:
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Faktor substrata n se neznatno menja sa promenom nivoa inverzije. Tipi¢na vrednost
je 1.4-1.5 u oblasti slabe inverzije, u umerenoj inverziji je 1.35, a u jakoj inverziji 1.3.

Poredenje modela i eksperimenta:
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* Uticaj Earlijevog efekta
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(g4s/15) ! opada u oblasti jake inverzije zavisno od duzine kanala
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Advanced Compact Model (ACM)

Struja kanala od drejna ka sorsu ima dve komponente, usled elektri¢nog polja duz
kanala 1 usled difuzionog kretanja
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Prvi ¢lan je driftovska komponenta struje drejna, a drugi difuziona komponenta
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Struja drejna moze da se napiSe kao razlika direktne i inverzne komponente struje
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Kada je Vg veliki, dominantna je direktna komponenta struje drejn-sors

2
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Kada je Vg veliki, dominantna je direktna komponenta struje drejn-sors
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Normalizacijom
___ 95 ___ 9
ds = dp =
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se dobijaju pogodniji oblici struje drejna,
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gde je Ig specificna struja,
/4
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dok su normalizovane direktna i inverzna komponenta struje drejna i, =1, /I i, =1z /I
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Veza izmedu naelektrisanja 1 potencijala dobija se pomocu Maxwell-Boltzmannove
aproksimacije
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O oce v
tako da je J0. dg dy.—dv
o, B q B Ur
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Integraljenjem od V¢, do referentnog napona Vy;, dobija se

Vp =V, =Ur [2(% _1)+ln(qx)]
Kada je V.=Vp=gq,=1
Tada su driftovska i difuziona komponenta podjednake i MOS tranzistor je u sredini
umerene inverzije
Kada je V.,>>V, tranzistor je u oblasti slabe inverzije, dok je pri V,<<V, u oblasti jake
inverzije



V.=Ve=0=7V, =UT[2(qS —1)+1In(gs )] =UT[2(q—1)+1n(q)]
i=i;=F g2y gs =g
A =qstqs =49 +4q
S

(a)

-0.2 0 0.2 04 0.6 0.8 1 .

V, (V)
(b} 40
Oln(i
()_1 1
Wy Upqg+l O
=1
> =0
Ve -V, g
VP —__G T o el
n
U 1 1 | 1 1 [ 1
-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
v, (V)

AHasiorHa nHTerpmucaHa kKona, 2020.



1074 (WI)<gq<10(SI)  n=13  Ig=1pA V; =04V

10 +

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

AHasiorHa nHTerpmucaHa kKona, 2020.



Aproksimacija slabe inverzije i jake inverzije pomocu ACM modela
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Parametri modela za male signale:
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Ekstrakcija parametara ACM (EKV) modela

Procedura:

1. Na osnovu karakteristike ID=f(V ), gde je struja I u logaritamskoj razmeri odredujemo g, /I
(nalazenjem izvoda struje ID). Na osnovu maksimuma efikasnosti transkonduktanse (M)
ekstrahuje se parametar n
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